Self-organized growth and electronic properties of low-dimensional indium nanostructures on Si surfaces by 徐 茂杰
Self-organized growth and electronic
properties of low-dimensional indium
nanostructures on Si surfaces
著者 徐 茂杰
内容記述 Thesis (Ph. D. in Engineering)--University of














平成 21 年３月 25 日
学位規則第４条第１項該当
数理物質科学研究科
Self-organized growth and electronic properties of low-dimensional indium 
nanostructures on Si surfaces
（シリコン表面インジウムの低次元ナノ構造の自己組織化と電子物性）
氏　名（国籍）
学 位 の 種 類
学 位 記 番 号
学位授与年月日
学位授与の要件














まず，In/Si（311）−3x2 構造を基板とした場合，nx1 構造が形成されるが，蒸着量を増すことで，5xl 構造に
収斂することが明らかになった。また，室温で成長することにより，三角形上のナノ構造，また，その上に，





Si（111）−In−4x1/ 31x 31 構造を基板とした超構造の解析では， 31x 31 上にナノドットが形成され，
蒸着量とともに大きさの揃った構造に変化していくことが確認された。4x1 構造上には通常新たな層は形成
されないが， 31x 31 構造でドメインの周囲を囲うことにより，また室温で成長させることにより，同様
なワイアーが形成された。しかし，吸着層の原子構造は基板の構造とは異なり，それにともない，ことなる
周期を持つ CDW の形成が確認された。層による導電性の制御など新たな可能性が期待される。更に低温で





くの成果を上げることに成功している。論文の主な結果は，国際的に認められた科学雑誌である Appl. Phys. 
Lett. に発表されており，多くの国際会議で発表を行っているように，内容的には充分な結果を得ている。
よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
